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Inventia se referd la tehnica semiconductorilor,

in particular la celule solare pe straturi subtiri.
Celula solard cu straturi subtiri in baza
compusilor binari A’B® include, depuse consecutiv
unul peste altul pe un substrat, un contact ohmic
frontal, un strat subtire de semiconductor cu banda
larga, un strat subtire de semiconductor cu banda

10

2

ingustd si un contact ohmic din spate. Noutatea
inventiei constd in aceea cd celula solard contine
suplimentar un strat subtire nemetalic amplasat intre
stratul de semiconductor cu bandd ingustd si
contactul ohmic din spate.
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Descriere:

Inventia se referd la tehnica semiconductorilor, in particular la celule solare pe straturi subtiri.

Este cunoscuta celula solard care include straturile subtiri cu banda larga si ingustd [1]. Neajunsul
acestei celule consta in parametrii fotovoltaici mici si instabilitatea lor n timp.

Cea mai apropiati solutie a inventiei este celula solard cu straturi subtiri pe baza compusilor A’BS, ce
include, depuse unul peste altul consecutiv pe un substrat, un contact ohmic frontal, un strat subtire
semiconductor cu bandi largs, un semiconductor cu band ingusti si un contact ohmic din spate [2]. Insi
parametrii fotovoltaici ai structurii propuse degradeaza in timp, nu sunt stabili.

Problema pe care o solutioneaza inventia datd constd in formarea unui contact ohmic stabil si
reproductibil.

Esenta inventiei consti in aceea ci celula solard cu straturi subtiri in baza compusilor binari A’B
include, depuse unul peste altul consecutiv pe un substrat, un contact ohmic frontal, un strat subtire
semiconductor cu bandd largd, un semiconductor cu bandd ingustd si un contact ohmic din spate.
Noutatea inventiei constd in aceea cd mai contine suplimentar un strat subtire nemetalic depus prin
evaporare termicd in vid si amplasat intre stratul semiconductor cu banda ingusta si contactul ohmic din
spate.

Rezultatul inventiei constd in imbundtitirea caracteristicii curent-tensiune a dispozitivului cu majo-
rarea ulterioard a parametrilor fotovoltaici.

fn urma cresterii concentratiei purtitorilor de sarcind si timpului de viati al lor, are loc majorarea
curentului de scurtcircuit §i coeficientului de umplere a caracteristicii de sarcind a celulei solare.
Includerea stratului intermediar intre semiconductor i contactul ohmic mareste coeficientul de umplere
datoritd micsordrii barierei de potential dintre semiconductorul activ si metalul ce joacd rolul de contact
ohmic. Aceastd micgorare a barierei de potential poate fi determinatd fie de tunelarea prin bariera a
purtitorilor, fie de recombinarea la granitd si efectul de ‘“reflexie” a electronilor la interfata metal-
semiconductor.

Inventia se ilustreaza prin fig. 1-3, care reprezinta:

- fig. 1, structura test a celulei solare bazate pe compusii binari;

- fig. 2, caracteristica curent-tensiune a celulei solare fara strat de telur la iluminare cu lumind
integrald 100 mW/cm? la diferite temperaturi de misurare.

- fig. 3, caracteristica curent-tensiune a celulei solare cu strat de telur la iluminare cu lumina integrala
100 mW/cm? la diferite temperaturi de masurare.

Exemplu de realizare a celulelor solare cu straturi subtiri.

Celula solard cu straturi subtiri in baza compusilor binari A’B® include, depuse unul peste altul
consecutiv pe un substrat (1), un contact ohmic frontal (2), un strat subtire semiconductor cu banda largi
(3), un semiconductor cu bandi ingusti (4) si contactul chmic din spate (6). Intre stratul semiconductor cu
banda ingustd (4) si contactul ohmic din spate (6) este depus prin evaporare termicd in vid un strat subtire
nemetalic (5).

Celula solara functioneaza in felul urmétor: lumina pétrunde prin semiconductorul cu banda interzisa
larga (3) care joacd rolul de fereastrd. O parte din radiatia incidents, adica fotonii cu £, < 2,4 eV vor trece
practic prin semiconductorul cu banda interzisa larga (3) si vor fi absorbiti in regiunea heterojonctiunii,
adicd in domeniul de actiune al barierei de potential. Purtdtorii minoritari (electronii) generati de radiatia
absorbitd in CdTe (£,=1,5 eV) trebuie si depdseascd bariera de potential prin unul sau mai multe
mecanisme (emisie cu tunelare sau generare cu recombinare). Deoarece grosimea stratului cu banda
interzisd larga (3) este micd, de ordinul 200...300 nm, regiunea de trecere este situatd in stratul cu banda
interzisd ingustd (4). Purtétorii generati de fotonii absorbiti in aceastd regiune vor fi separati rapid de
campul electric al jonctiunii §i vor contribui la valoarea totald a fotocurentului.

In calitate de substrat (1) pentru formarea celulei solare cu straturi subtiri serveste o placd de sticld
acoperitd cu un strat transparent de oxid de indiu sau oxid de staniu (2). Aria suprafetei suportului este de
2x2 em?. In primul rand se depune stratul cu bandd largd (3) de CdS cu grosimea de cca (0,3...0,5) um,
apoi se depune stratul cu bandd ingustd (4) activ de CdTe cu grosimea (4...5) um. Dupad depunerea
consecutiva a straturilor in vid celula preparatd se introduce intr-o solutie suprasaturati de CdCl, pentru
cateva ore, apoi se trateazi termic la aer la o temperaturd de cca 400°C timp de o ord. Structura datd dupa
tratarea termicd se corodeaza timp de 40 s, pentru inldturarea sarii de CdCl,, apoi prin evaporarea termica
in vid se depune stratul nemetalic (5) de telur cu o grosime de 2...3 um, iar dupd aceasta se depune
contactul ohmic din spate (6) (fig.1).
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In fig. 2 este prezentati caracteristica curent-tensiune (I-U) a celulei solare fird stratul intermediar
nemetalic. Se observd comportamentul neconventional al caracteristicii curent-tensiune pentru jonctiunea
p-n sl prezenta unei ,,curburi” ce duce la micsorarea curentului total prin structurd, precum si a coeficien-
tului de umplere a caracteristicii. Dupd depunerea stratului intermediar de telur caracteristica curent-
tensiune (/-U) are un comportament normal caracteristic unei jonctiuni ideale.

in fig. 3 se observi ci curbura dispare, creste curentul de scurtcircuit si se imbunititeste factorul de
umplere. Depunerea stratului intermediar de Te conduce la micgorarea barierei de potential dintre stratul
activ de CdTe si contactul ohmic.

Depunerea stratului intermediar intre stratul activ de CdTe si contactul ohmic asigurd cresterea
concentratiei purtitorilor de sarcind prin efectul unei dopdri a stratului activ de CdTe. Prin urmare, se
ating urmdtorii parametri fotovoltaici ai celulei solare: J,=22...24 mA/em®, Ugq= 0,80...0,82 V,
FF=0,60...0,65 stabili in timp. Randamentul de conversie a energiei solare in electricd (7) atinge valoarea
de 11,5...12%.

(57) Revendicare:
Celuli solari cu straturi subtiri in baza compusilor binari A’B, care include, depuse consecutiv

unul peste altul pe un substrat, un contact ohmic frontal, un strat subtire de semiconductor cu banda largi,
un strat subtire de semiconductor cu banda ingusti si un contact ohmic din spate, caracterizat prin aceea
ci suplimentar contine un strat subtire nemetalic amplasat intre stratul de semiconductor cu banda ingusta
si contactul ohmic din spate.

(56) Referinte bibliografice:
1. MD1653 G2 2001.04.30

2. T. Potlog, L. Ghimpu, P. Gashin, A. Pudov, J. Sites. Influence of the annealing in
different media on the photovoltaic parameters of CdS/CdTe. Solar Energy Materials
and Solar Cells, V. 80, nr. 3, 2003, p. 327-334
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